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次世代MOSFETの高速スイッチング法に関する研究
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■

 

負荷短絡補助回路を用いたMOSFETの高速スイッチング

Study on High-Speed Switching of Next-Generation MOSFET

研究背景

スイッチング時間

≪ターンオン時間≫

入力容量の充電

ゲート駆動回路

≪ターンオン時間≫

出力容量の充電

主回路
インダクタインパルス重畳 負荷短絡補助回路

高速スイッチング

 

⇔

 

寄生容量：大

提案回路

チョッパ ハーフブリッジインバータ

利点
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利点

ターンオフ時間短縮，高周波駆動 出力容量電荷回収，効率上昇

ハーフブリッジインバータ
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≪ 従来回路 ≫ ≪ 提案回路 ≫

チョッパ 周波数： 1 MHz，負荷：

 

400 Ω－0.4 mH

ターンオフ時間
452 ns 95 ns

ターンオフdv/dt
8.0 kV/μs0.3 kV/μs

実験結果

周波数－実際のデューティサイクル特性

1 MHzにて26.3 pt改善

≪ 従来回路 ≫ ≪ 提案回路 ≫

周波数： 100 kHz，負荷力率：

 

0.84

ターンオフ時間
380 ns 288 ns

負荷－効率特性 デッドタイム－効率特性

28 W以下の軽負荷時に効率向上

高周波駆動を実現

14 W出力時に6.1 pt改善
デッドタイム短縮可能

チョッパ：

 

1 MHz駆動を実現

まとめ

ハーフブリッジインバータ：

 

軽負荷時に6.1 pt効率改善
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